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The 2N2218-A and 2N2219-A are NPN  transistors mounted in TO-39 metal case .  
They are designed for high-speed switching applications and feature useful current gain over a 
wide range of collector current, low leakage currents and low saturation voltages. 
Compliance to RoHS 
 
 
 
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
 

Symbol Ratings 

Value 

Unit 
2N2218 
2N2219 

2N2218
A 

2N2219
A 

VCEO Collector-Emitter Voltage 30 40 V 

VCBO Collector-Base Voltage 60 75 V 

VEBO Emitter-Base Voltage 5 6 V 

IC Collector Current  800 mA 

PD Total Power Dissipation  
Tamb = 25° 0.8 

W  
Tcase= 25° 3 

TJ Junction Temperature 175 °C 

TStg Storage Temperature range -65 to +200 °C 

 
THERMAL CHARACTERISTICS 
 

Symbol Ratings Value Unit 

RthJ-a Thermal Resistance, Junction to ambient in free air 50 °C/W 

RthJ-c Thermal Resistance, Junction to case 187.5 °C/W 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
 
TC=25°C unless otherwise noted 
 

Symbol Ratings Test Condition(s) Min Typ Max Unit

ICBO Collector Cutoff 
Current 

VCB= 50 V 
IE= 0 

Tj= 25°C 2N2218-2N2219 - - 10 nA 
Tj= 150°C 2N2218-2N2219 - - 10 µA 

VCB= 60 V 
IE= 0 

Tj= 25°C 2N2218A-2N2219A - - 10 nA 
Tj= 150°C 2N2218A-2N2219A - - 10 µA 

IEBO Emitter Cutoff 
Current VBE= 3.0 V, IC=0 2N2218-2N2219 - - 10 nA 2N2218A-2N2219A 

ICEX Collector Cutoff 
Current VCE= 60 V, -VBE= 3V 2N2218A-2N2219A - - 10 nA 

VCEO 

Collector Emitter 
Breakdown 
Voltage  (*) 

IC= 10 mA, IB= 0 
2N2218-2N2219 30 - - 

V 
2N2218A-2N2219A 40 - - 

VCBO 

Collector Base 
Breakdown 
Voltage  

IC= 10 µA, IE= 0 
2N2218-2N2219 60 - - 

V 
2N2218A-2N2219A 75 - - 

VEBO 

Emitter Base 
Breakdown 
Voltage  

IE= 10 µA, IC= 0 
2N2218-2N2219 5 - - 

V 
2N2218A-2N2219A 6 - - 

hFE DC Current Gain 
(*) 

IC=0.1 mA, VCE=10 V 
2N2218-2N2218A 20 - - 

- 

2N2219-2N2219A 35 - - 

IC=1 mA, VCE=10 V 
2N2218-2N2218A 25 - - 
2N2219-2N2219A 50 - - 

IC=10 mA, VCE=10 V 
2N2218-2N2218A 35 - - 
2N2219-2N2219A 75 - - 

IC=10 mA, VCE=10 V 
Tamb = -55°C 

2N2218A 15 - - 
2N2219A 35 - - 

IC=150 mA, VCE=1 V 
2N2218-2N2218A 20 - - 
2N2219-2N2219A 50 - - 

IC=150 mA, VCE=10 V
2N2218-2N2218A 40 - 120 
2N2219-2N2219A 100 - 300 

IC=500 mA, VCE=10 V

2N2218 20 - - 
2N2218A 25   
2N2219 30 - - 
2N2219A 40   
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
 
TC=25°C unless otherwise noted 
 
 

Symbol Ratings Test Condition(s) Min Typ Mx Unit

VCE(SAT) 
Collector-Emitter 
saturation Voltage 
(*) 

IC=150 mA, IB=15 mA 2N2218-2N2219 - - 0.4 

V 2N2218A-2N2219A - - 0.3 

IC=500 mA, IB=50 mA 2N2218-2N2219 - - 1.6 
2N2218A-2N2219A - - 1 

VCE(SAT) 
Collector-Emitter 
saturation Voltage 
(*) 

IC=150 mA, IB=15 mA 2N2218-2N2219 - - 1.3 

V 2N2218A-2N2219A 0.6 - 1.2 

IC=500 mA, IB=50 mA 2N2218-2N2219 - - 2.6 
2N2218A-2N2219A - - 2 

fT 
Transition 
frequency  

IC=20 mA, VCE=20 V 
f= 100MHz 

2N2218-2N2218A 
2N2219 250 - - MHz 
2N2219A 300 - - 

hfe 
Small signal 
current gain  

IC=1 mA, VCE=10 V 
f= 1kHz 

2N2218A 30 - 150

- 2N2219A 50 - 300
IC=10 mA, VCE=10 V 
f= 1kHz 

2N2218A 50 - 300
2N2219A 75 - 375

td Delay time 
IC=150 mA,  IB =15 mA 
-VBB=0.5 V, VCC=30 V 

2N2218A - - 10 ns 2N2219A 

tr Rise time IC=150 mA,  IB =15 mA 
-VBB=0.5 V,  VCC=30 V 

2N2218A - - 25 ns 2N2219A 

ts Storage time IC=150 mA,  VCC=30 V 
IB1 = -IB2 =15 mA 

2N2218A - - 225 ns 2N2219A 

tf Fall time IC=150 mA, VCC=30 V 
IB1 = -IB2 =15 mA 

2N2218A - - 60 ns 2N2219A 

rb,CC Feedback time 
constant 

IC=20 mA, VCE=20 V 
f= 31.8MHz 

2N2218A - - 150 ps 2N2219A 
 
(*) Pulse conditions : tp < 300 µs, δ =2% 
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MECHANICAL DATA CASE TO-39    
 

 

         
 
Revised August 2012 
           
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Comset Semiconductors assumes no responsibility for the consequences of 
use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may results from its use. Data are subject to change 
without notice. Comset Semiconductors makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular 
purpose, nor does Comset Semiconductors assume any liability arising out of the application or use of any product and specifically disclaims any and 
all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Comset Semiconductors’ products are not authorized for use as critical 
components in life support devices or systems. 
 
 
www.comsetsemi.com      info@comsetsemi.com 

DIMENSIONS (mm) 

 min max 

A 8.50 9.39 

B 7.74 8.50 

C 6.09 6.60 

D 0.40 0.53 

E - 0.88 

F 2.41 2.66 

G 4.82 5.33 

H 0.71 0.86 

J 0.73 1.02 

K 12.70 - 

L 42° 48° 

Pin 1 : Emitter 

Pin 2 : Base 

Pin 3 : Collector 

Case : Collector 
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Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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